DENEY

TTL ve CMOS -
BAGLAG KARAKTERISTIKLERI

GIRis

Bu deneyde TTL ve CMOS baglaglarin statik ve dinamik karakteristikleri incelenerek, aralarin-
daki farklihk ve benzerlikler belirlenecektir. Burada incelenecek olan karakteristikler, elemanlarin
lojik iglevleriyle degil, i¢ yapilarini olusturan elektronik devrelerin davraniglariyla ilgilidir. Bu
davraniglar gerilim ve akim degerleri ile ifade edilecektir.

DENEY ONCE YAPI LACAKLAR

Deneyden 6nce deney kilavuzu ile birlikte verilen “Sayisal Timdevre Aileleri” ni okuyunuz. Lojik
elemanlari olusturan elektronik devreleri inceleyiniz. TTL ve CMOS elemanlarin ¢alismalarini
gbzden gegiriniz.

DENEY ELEMANLARI

C.AD.E.T Deney kiti

Osiloskop

74L.S00 TTL TVE baglaci, 2 adet
4011 CMOS TVE baglaci, 2 adet
Direng 100Q

DENEY 5. 1.

TTL ve CMOS TVE BAGLACI STATIK

KARAKTERISTIKLERININ BULUNMASI

Bu deneyler hem TTL hem de CMOS TVE baglaclari i¢in yapilacak ve karakteristik tablolari elde
edilecektir.

1. A Bosta Calisma Karakteristigi
Bosta calisma karakteristigi, ¢cikis ylkstzken V¢ =f (Vg) bagintisidir.

UYGULAVA

Deney duzenegini kurunuz. 1K 'hk potansiyometre yardimi ile olusturdugunuz ayarl gerilim kay-
naginin gerilimini 0-5 V arasi degistirerek giris ve ¢ikis gerilimlerini TTL ve CMOS igin ayri ayri
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Olcerek asagidaki tablolara yerlestiriniz. Tabloda gdsterilen sayida deger Olgmeye 6zen
gbsteriniz. Elemanlarin konum degistirme gerilimlerine dikkat ediniz.
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Tablo 5.1.a. TTL
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Tablo 5.1.b. CMOS
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1. B. Vou. | 4 Karakteristigi
Vai - lon karakteristigi baglacin ¢ikisini Lojik-1 dizeyinde tutmak isteyen giris kosullari olusmus-
ken, c¢ikisin Lojik-0 dizeyine dogru zorlanmasi halinde elde edilen Vo = f (lon) bagintisidir.
Burada amag, baglacin ¢ikisi lojik-1 konumundayken akitabilecegdi en blyuk ¢ikis akimi lopmax)
degerini belirlemektedir. Béylece incelenen baglacin gikisina baglanabilecek eleman sayisinin
belirlenmesi icin ilk adim gergeklestirilmis olur.

UYGULANA

Deney duzenegini kurunuz. Vou gerilimini 5V -> OV arasi degistirerek 6 tane Vou degerine kargi
disen Vag gerilimini 6lgliniz ve tabloya yaziniz. Vg deg@erlerini kullanarak loy akiminin degerle-
rini hesaplayip tabloya yaziniz (R=100Q). Von = f (lon) karakteristigini yorumlayiniz. Cikis akimi-
nin arttirimasi (¢ikisa ¢ok sayida eleman baglanmasi) baglacin ¢ikis degerini nasil etkilemekte-
dir?
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Tablo 5.2.a. TTL
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Tablo 5.2.b. CMOS
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1. C. Vo - lo Karakteristigi

Va. - lo karakteristigi baglacin ¢ikisini Lojik-0 duzeyinde tutmak isteyen giris kosullari olusmus-
ken, cikisin Lojik-1 diizeyine dogru zorlanmasi halinde elde edilen VoL = f (Io) bagintisidir.
Burada ise baglacin ¢ikisi lojik-O konumundayken yutabilecedi en blyuk akim degeri lo vax) be-
lilenecektir. lonmax) Ve loimax)y degerleri sayesinde bu baglacin ¢ikisina kag¢ tane eleman
baglanabilecegi belirlenebilir.

UYGULAVA

Deney duzenegini kurunuz. Vo, gerilimini OV -> 5V arasi degistirerek 6 tane Vo, degerine karsi
disen Vag gerilimini 6lgliniz ve tabloya yaziniz. Vag deg@erlerini kullanarak lo. akiminin degerle-
rini hesaplayip tabloya yaziniz (R=100Q). VoL = f (loL) karakteristigini yorumlayiniz. Cikis akimi-
nin arttirimasi (¢ikisa ¢ok sayida eleman baglanmasi) baglacin ¢ikis degerini nasil etkilemekte-
dir?
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Tablo 5.3.a. TTL
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Tablo 5.3.b. CMOS
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1.D. Vi - |; Rarakteristigi

Vi . li karakteristigi ¢ikis ylkstzken giris gerilimi ile giris akimi arasindaki V; = f (I;) bagintisidir.
Bu karakteristik bir lojik elemanin girisinden gektigi/besledigi akim degerini belirler. Bir baglacin
girisi, baska bir baglacin ¢ikisina baglandiginda sézu edilen giris akimi diger baglacin ¢ikisindan
cekilecektir; ya da bu akim diger baglacin ¢ikisindan igeri dogru akitilacaktir. Bu nedenle bir
baglacin giris akimi degeri, onun diger baglaglarin ¢ikisi i¢in ne kadar yuk olusturdugunu belirle-
yen bir degerdir.

UYGULANA

Deney duzenegini kurunuz. Vj gerilimini 0 - 5V arasi degistirerek 6 tane V| degerine karsi disen
Vag gerilimini 6lginiz ve tabloya yaziniz. Vag degerlerini kullanarak |j akiminin degerlerini
hesaplayip tabloya yaziniz (R=100Q).
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Tablo 5.4.a. TTL
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Tablo 5.4.b. CMOS
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DENEY 5. 2.

TTL ve CMOS TVE BAGLACI DINAMIK
KARAKTERISTIKLERININ BULUNMASI

Bu deney 6nce TTL TVE baglaci ile yapilacak, gerekli tedbirler alindiktan sonra CMOS TVE
baglaci ile tekrarlanacaktir.

Bir lojik baglacin gecikmesinin Sekil a’da gdsterildigi gibi t+pd ve tpg olmak Uzere iki bilegeni
vardir. $ekil b’de verilen devre, Sekil c’deki gibi bir ideal bagla¢ ve gecikme elemaniyla temsil
edilebilir. Burada gecikme elemani baglaglarin gecikmelerini ifade eden sembolik bir elemandir.
Devren (n =1, 3, 5,7, ..) elemandan olusmus ise, uretilen isaretin periyodu T olmak kaydiyla,
bir baglacin gecikmesi

tog =t'pa +toa =T/(2n)  olacaktr.

UYGULANA

Deneyde bir baglacin toplam gecikmesi, tek sayida timleyici baglacin olusturdugu osilator
devresinin Urettigi isaretin periyodunun 6lgiimesi ile bulunacaktir. Bunun igin Sekil b’deki devre
kurulacak ve olusan salinimin periyodu osiloskop yardimiyla belirlenecektir.
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DENEY 5. 3.

TTL ve CMOS TVE BAGLACI UZERINDE

HARCANAN GUC OLCUMI

Bu bélimde TTL ve CMOS baglaclar tzerinde harcanan glicin frekansla degisimi incelenecek-
tir.

UYGULANA

Deneyde tim girislere birden 0 Hz ile 1 Mhz arasinda gesitli frekansta isaretler uygulayiniz ve
Olgulen glic degerlerini tabloya yaziniz. Béylece Pp = G( f ) bagintisini elde ediniz. Burada Icc
akimi, Vcc ile timdevre arasina koyulan R=100Q ‘luk diren¢ Uzerindeki gerilim dusumu ile

hesaplanacaktir.

NOT: Bir TTL baglacin harcadidi gig, Pp =lcc * Ve ‘dir.
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Tablo 5.5.a. TTL
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Tablo 5.5.b. CMOS

RAPORDA ISTENENLER

1- Deneyde elde edilen tim karakteristikleri diizglin bir bigimde giziniz. Cizimlerin eksenleri
lizerinde 6nemli degerleri igaretleyiniz. Ornegin konum degistirme gerilimleri.

2- Deneyde incelediginiz baglacin ¢ikisina ayni baglagtan ka¢ tane baglanabilecegini deneyde
buldugunuz degerlerden yararlanarak hesaplayiniz.

3- Deney sonuglarina gére TTL ve CMOS baglaclar arasindaki temel farklilari belirtiniz.
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